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Данная работа посвящена исследованию морфологии поверхности гетероструктур GaP на Si, являющихся основой солнечных элементов. Одним из методов создания многопереходных солнечных элементов (МСЭ) является метод атомно-слоевого осаждения (Atomic layer deposition), позволяющий выращивать тонкие пленки высокого качества [1,2]. Исследуемые в данной работе структуры выращивались методом ALD в Лаборатории возобновляемых источников энергии Санкт-Петербургского национального исследовательского Академического университета им. Ж.И. Алфёрова РАН при различных условиях. Толщина ALD слоя образцов ОХ585 и ОХ427 составляет приблизительно 40 нм, а для образцов ОХ490 и ОХ587 около 70 нм.
Морфология поверхности полученных образцов исследовалась на автоматизированном сканирующем зондовом микроскопе SolverNEXT (Москва). АСМ-сканирование проводилось зондами NSG01 в полуконтактном режиме [3]. Для обеспечения высокого качества получаемых сканов выбирались следующие параметры: амплитуда колебаний кантилевера – 2.7 нм, коэффициент усиления цепи обратной связи – 0.8, количество точек в строке – 300. Сканирование проводилось за одинаковое для всех образцов время с изменением площади сканирования от 50 на 50 мкм2 до 5 на 5 мкм2. Каждый образец измерялся в нескольких различных областях, их морфология оказалась одинаковой, что говорит об однородности поверхности образцов. Математическая обработка сканов включала определение следующих параметров: размах высот, средняя квадратичная шероховатость (СКШ), средняя арифметическая шероховатость (САШ). В рассматриваемых образцах СКШ варьировалась от 7.2 нм для образца OX427 до 0.6 нм для образца OX587, САШ варьировалась от 5 нм для образца OX427 до 0.4 нм для образца OX587, размах высот варьировался от 88.8 нм для образца OX427 до 6.1 нм для образца OX587.
Как и следовало ожидать, рельеф поверхности различных слоев заметно отличается в зависимости от технологических условий их роста. Поверхность образца ОХ427 имеет заметные неоднородности, для него параметры ALD роста не являются оптимальными. На поверхности образца ОХ490 отчетливо видны зерна размером порядка 0.1 мкм. У образцов ОХ585 и ОХ587 профиль поверхности более гладкий, не имеет явных неровностей. Для них СКШ составляет около 0.6 нм. Результаты сканирования показывают, что образцы ОХ585 и ОХ587 наиболее подходят для использования в изготовлении МСЭ.
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